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(54) Monoliittisesti intergroidun diodin sis&ltévid tyristori ja menetelma
sen valmistamiseksi - Tyristor med monolitiskt integrerad diod och
férfarande fér dess framst&llning

Keksinndn kohteena on tyristori, joka sisdltdd monoliit-
tisesti integroidun diodin ja jossa tyristorilla ja diedilla on
yhteinen peruskerros, jolloin diodialue koostuu osasta yhteistd
peruskerrosta ja kahdesta siihen rajoittuvasta, korkeasti seos-
tetusta vastakkaista johtavuustyyppid olevasta reunavydhykkees-
t4, seki menetelmd sen valmistamiseksi.

Monoliittisesti integroidun diodin sis&ltdvilld tyristo-
reilla on menestyksellisesti kdyttdd, kun on tarpeellista kytked
ohjatun tasasuuntaajan kanssa vastakkaissuuntaisesti erityinen
diodi, esimerkiksi TV-vastaanottimien horisontaalipoikkeamakyt-
kenndissi tai kulkuneuvojen sytytysjdrjestelmissd tai joissakin
suunnanvaihtokytkimissd. Tdllaisella integroidulla laitteella
on nimittdin mahdollista korvata kaksi viisiliittimistd rakenne-
osaa yhdellid ainoalla kolmeliittimisella rakenneosalla.

Tunnettujen, monoliittisesti integroidun diodin sisdltd-

vien tyristorien haittapuolena tdytyy pitdd sitd, ettd kytket-
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tdessd diodi tyristorin kommutoinnin jilkeen, esiintyy ylisuuri
dynaaminen pddstdjdnnite. Tdstd ylisuuresta dynaamisesta paéas-—
téjdnnitteestd on seurauksena, kytkettidessd rakenneosa ryntiys-
kytkimeksi TV-laitteen horisontaalipoikkeamaosaan, kuvahiiri&i-
td, jotka ilmenevi&t pystysuorina pylvdini (harmaapylviini) ku-
vaputkella. T&llaiset kuvahdiri®dt saadaan muunmuassa poistetuk-
si keksinntn avulla.

Keksinndn tehtdvidnd on siis estdd ndmi# ylisuuret dynaami-
set pddstojdnnitteet, joita esiintyy diodia kytkettdessd tyris-
torin kommutoinnin jdlkeen. T&118in pitd3i ongelman ratkaisu saa-
vuttaa joko yksinomaan lis&&m&ll# varauksenkannattajien elinai-
kaa, milld kuitenkin olisi samalla seurauksena ei-toivottu liian
korkea tyristorin toipumisaika, tai suurentamalla voimakkaasti
diodin pintaa, josta kuitenkin olisi seurauksena vilttimittdmis-
ti rakenneosan suureneminen, mikd luonnollisesti toisi mukanaan
haittoja, eikd voi tulla kysymykseen ongelman ratkaisuna.

Tdmd ongelma ratkaistaan keksinndén mukaisella tyristoril-
la siten, ettd yhteisen peruskerroksen vahvuus on diodialueessa
pienempi kuin peruskerroksen vahvuus tyristorialueessa.

Tarkoituksenmukaisesti valitaan diodin peruskerros ohuem-
maksi kuin tyristorin peruskerros. Mik#li t&ssid peruskerroksessa
on kysymys n-peruskerroksesta, voidaan tdmid aikaansaada siten,
ettd joko n-peruskerrokseen rajoittuva p-vydhyke tai n-perusker-
rokseen rajoittuva n+-vy6hyke, mutta mahdollisesti my&s molemmat
ovat diodialueella paksumpia kuin tyristorialueella. T&11&in m3i-
ritetddn molempien diodin ja tyristorin n-peruskerrosten paksuus-
ero sellaiseksi, ettd toisaalta diodin dynaaminen pdistdjidnnite
alenee oleellisesti, mutta etti toisaalta siten, ettei diodin
ldpilydntijédnnite ole tyristorin nollakippijinnitteen alapuolella.

Keksinndlld saavutetaan se, ettd samoinkuin erillisessi
rakenneosassa, myds integroidussa rakenneosassa voidaan estdi
diodin l&dpilydntijédnnitteen laskeminen alle tyristorin nollakip-
pijédnnitteen, vaikkakaan n-peruskerroksen ominaisvastuksen kohoa-
mista, mikd tdhdn tarkoitukseen kiytetyissi erillisissd rakenne-
elementeissd on mahdollista ja my&s kdytettyd, ei ole tHssi ta-
pauksessa sindnsd aikaansaatu. Koska nimitt#din integroidussa ra-
kenne~elementissd molemmat tyristorin ja diodin peruskerrokset
muodostavat yhteisen toisistaan riippuvan vydhykkeen, on niilli

my0s samanlainen johtokykyseostus, mik& sulkee pois paikalliset
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johtokykymuutokset.

n-vydhykkeen ominaisvastus s&dddetddn arvoon, joka on tar-
peen tyristorin vaadittavalle nollakippijdnnitteelle. Td411din on
samoissa n-peruskerroksissa diodin l&dpilydntijdnnite yldpuolella
tyristorin nollakippijédnnitteen ja diodin n-perusvydhykkeen ker-
rospaksuuden laskiessa, laskee myds sen l4pilydntijédnnite, niin
etti se lopulta voi alittaa tyristorin nollakippijédnnitteen.
Keksinndn mukaisesti pienennet#&dn nyt diodin n-perusvy&hvkettd
niin pitk&lle, tai tyristorin ja diodin n-perusvyShykkeen pak-
suusero siidetdin sellaiseksi, ettd toisaalta saavutetaan haluttu
dynaamisen pddstdjdnnitteen aleneminen mutta toisaalta diodin
lipilyéntijdnnite ei ole tyristorin nollakippijénnitteen alapuo-
lella. Rakenneosan ldpilydntijinnite ei pidd alentua saavutettaes-
sa kentdn rajavoimakkuus enemmdn kuin on sallittua. Muutoin ei-
vit diodin vdlivydhykkeet saa olla niin ohuita, ettd esiintyy ei-
toivottua kuormitusvirran laskua, koska t&mi - kdytettdessd ra-
kenne-elementtii TV-laitteissa - toisi mukanaan lisdhdirditd ku-
vaan, niin sanottuja mustia pylvaita.

Varauksenkantajien tiheyden kiihtynyt syntyminen diodin
n-perusvyShykkeessd vaikuttaa kerrospaksuuden alentamisen my&téd
myds vield tdmdn alueen kohonneen varauksenkantajien elinajan
vdlitykselld. Toisaalta ei varauksenkantajien elinaika tyristori-
eiki diodialueessa saa alittaa midrdttyd maksimiarvoa tyristorin
vaaditun alhaisen toipumisajan ja diodin vaaditun alhaisen esto-
suuntaisen viivdstysajan vuoksi. T&m&n vuoksi on tarpeellista li-
sitd johtokykyseostukseen, jolla rakenne-elementin haluttu ker-
rosjidrjestys valmistetaan, elinaikaseostus varauksenkantajien
elinajan alentamiseksi.

Elinaikaseostus suoritetaan tunnetulla tavalla eristd-
vdlli kultadiffuusiolla. Keksinndn mukaisella rakenne-elementil-
13, jonka diodiperuskerros on ohueampi kuin tyristorin perusker-
ros, jonka diodi-n" -kerros kuitenkin on paksumpi kuin tyristori-
n+-kerros, saavutetaan edullinen paikallinen varauksenkantajien
elinajan jakautuminen yhteisessd peruskerroksessa siten, etta
diodialueen kantajien elinaika on suurempi kuin tyristorialueen.

Tunnetustihan osoittaa kullan liukoisuus suurempia arvoja
suuriseosteisissa vydhykkeissid, etenkin n-Jjohtotyypin vydhykkeis-
si. Tamin vuoksi varauksenkatajien elinaika n+—vy6hykkeeseen ra-

joittuvan n-peruskerroksen alueessa suuremmaksi kuin muissa alu-
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eissa. Koska diodin n+—kerros - katodivybhyke - on oleellisesti
paksumpi kuin tyristorin n+-kerros - emitterivyshyke -, vaikuttaa
se samalla keskiseostuksella myds voimakkaammin sidosaineena kuin
tdmd. Siten on diodialueessa varauksenkantajien elinaika korkam-
pi kuin tyristorialueessa.

Mutta koska toisaalta on myds osoittautunut, etts liian
korkea varauksenkantajien elinaika diodialueessa johtaa epdsuo-
tuisaan diodin estotoimintaan, vahennetiin kuitenkin varauksen-
kantajien ylimi&riinen elinajannousu keksinn®n mukaisesti. Kulta-
diffuusion etu perustuu sille, ettd tHll4 eristivilli menetel-
mdvaiheella, ylldesitetyn mukaisesti, voidaan asettaa sekd va-
rauksenkantajien elinajan korkeus yleensd sekd myds sen ero, ra-
joittuvissa kerroksissa edeltdmésrdttyyn arvoon luotettavasti.

Keksinndn my8s oleellisena osana on menetelmd edellikuva-
tunkaltaisen tyristorin valmistamiseksi jolle menetelmille ovat
tunnusomaisia seuraavat vaiheet

a) n-johtotyyppisen puolijohdelevyn p&&llystidminen oksi-
dikerroksilla ja seki silkkipaino- tai fotolakkakerroksilla,

b) diodirenkaan avaaminen peittdvdsn oksidikerrokseen ha-
pottamalla fluorivetyhapolla tai fluorivetyhappoa sisiltivilli
liuocksella seka fosforin sis#dindiffundoiminen fosforinitridi-
ldhteesti n —kerroksen aikaansaamiseksi ensimmiisessi diffuu-
siossa,

¢) galliumin diffundoiminen galliumfosfidilidhteests pi-
tdmdllE peittidvd oksidikerros ennallaan p-johtavien kerrosten ja
aikaansaamiseksi toisen diffuusion aikana,

d) katodirenkaan aukaiseminen peittdvddn oksidikerrokseen
hapottamalla fluorivetyhapolla tai fluorivetyhappoa sisiltivalli
lluoksella ja fosforin sis&dindiffundoiminen galliumfosfidilsh-
teestd n -Kerroksen aikaansaamiseksi kolmannessa diffuusiossa.

Tdtd menetelmii selvitetiin lihemmin muutamilla suoritus-
esimerkeilld sekd - osittain kaaviomaisilla - piirroksilla,
joissa

kuvio 1 esittsii puolijohdeldhtBainelevyy,

kuvio 2 esittii menetelmii vaiheessa, jossa puolijohde-
levylle on muodostettu avoin diodirengas,

kuvio 3 esittdi puolijohdelevysd ensimmiisen diffuusion
jdlkeen,

kuvio 4 esittii puolijohdelevyd toisen diffuusion jdlkeen,
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kuvio 5 esittdd valmista puolijohdelevyd kolmannen dif-
fuusion j&lkeen,

kuvio 6 esittdd puolijohdelevyd, johon l&htien kuvion 1
rakenteesta on diffundoitu p-kerros,

kuvio 7 esitt#i kuvion 6 rakennetta uuden diffuusion jdl-
keen, ja

kuvio 8 esitt#i puolijohdelevyn toista lopullista koostu-
musta.

Menetelmidn suorittamiseksi l&hdet#3&n puolijohdelevystd 1
kuviossa 1, esimerkiksi n-johtotyyppisestd piilevystd, jonka
kerrospaksuus on likimain 210 /um, jonka yldpinnalle aikaansaa-
daan ensin tiiviit ja paksut oksidikerrokset 2 ja 3, mikd tapah-
tuu 16-tuntisella hapetuksella likimain 1200 Sc:n lampdtilassa,
kosteassa hapessa.

Tunnetun puolijohdeteknologian menetelmdn mukaan peitetddn
nyt hapetuskerrokset 2 ja 3 fotolakka- tai silkkipainotekniikalla
kerroksilla 4 ja 5, jolloin alueesta jdidvdt sellaiset paikat va-
paiksi, joista hapetuskerros poistetaan jatkok&dsittelyssd fluori-
vetyhapolla tai fluorivetyhappoa sisdltdvdlld liuoksella. Td118in
aikaansaadaan rakenne, jossa on avoin diodirengas 6, kuten ku-
viossa 2 on esitetty.

Fotolakka- tai silkkipainolakkakerrokset 4 ja 5 poiste-
taan t&mdn jdlkeen liuottimella, ja ensimmdisessd diffuusiossa
aikaansaadaan fosforinitridilihteestd tulevalla fosfcrin sisddn-
diffuusiolla suljetussa kvartsiampullissa, ldmp&tilassa noin
1250 OC, n*-kerros 7 - kuvion 3 mukaisesti. Diffuusioaika riip-
puu puolijohdeaineksen kerrospaksuudesta ja toisen ja kolmannen
diffuusion erityisvaatimuksista, jotka seuraavat vdlittdmdsti
ensimmiistd ja joita selvitetdin seuraavassa. Ensimmdisen dif-
fuusion diffuusioaika pit#d valita edullisesti niin, ettd kaik-
kien diffuusiovaiheiden jdlkeen on aikaansaatu kuvion 5 mukainen
rakenne. Kuvatussa esimerkissi, jossa levypaksuus l&htdaineella
0li noin 210 /um aikaansaadaan noin 50 tunnissa n'-kerros 7,
jonka kerrospaksuus on likimain 60...70 /um.

Toisessa diffuusiossa galliumfosfidildhteelld saadaan li-
kimain 10 tunnin aikana li#mp&tilassa noin 1250 °C kuvion 4 mu-
kainen rakenne, jossa ovat p-johtavat kerrokset 8 ja 9. Ndmd ker-
rokset 8 ja 9 ovat oksidikerrosten 2 ja 3 alapuolella, jotka l&-

pdisevdt diffundoituvaa galliumia, ja ndilla on kerrospaksuus
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38...42 ,um ja hdiridpaikkatiheys (3,5...5,9)10'% atomia‘cm™3,
edullisesti 4,5-1018 3,

7 ei kdytdnndllisesti katsoen lainkaan muutu sis#indiffundoitu-

atomia*cm” Korkeasti seostettu n+—kerros
neiden pienien galliumatomimiirien vaikutuksesta.

p-kerrosten 8 ja 9 konsentraatiota ja tunkeutumissyvyyttd
vastaten toisen diffuusion jdlkeen valmistetaan - kuten kuviossa
5 on esitetty - kolmannessa diffuusiossa, joka liittyy katodi-
renkaan 10 aukkocn, likimain 8...15 tunnin aikana, edullisesti
12 tunnissa, ldmpdtilassa 1250 OC, galliumfosfidilihteestd sa-
malla tavalla kuin toisessa diffuusiossa, n+-kerros 117. Tdl1l1ldin
diffundoituvat sekd toisessa diffuusiossa sis#indiffundoitunut
seosaine sekd myds n*-kerros 7, Jjoka syntyi ensimmiisessi dif-
fuusiossa, edelleen syvemmdlle ja muodostavat kuvion 5 mukaisen
rakenteen. Yksityiset kerrospaksuudet ovat kolmannen diffuusion
jdlkeen, n+—kerros 7 likimain 80...90 /um, n+-kerros 11 likimain
30 /um sekd p-~kerrokset 8 ja 9 likimain 60 /am.

Tdlldin on tyristorin ja diodin perusvydhykkeiden 14 ker-
rospaksuuksien erotus (x-y kuviossa 5) melkoisen merkitykselli-
nen, ja annettu suuruusalue antaa keksinn®n suositellun suori-
tusmuodon. Ensimmiéisessi esitetyssd esimerkissi on timi erotus
ldhinnd 20...30 Jum.

Koska t&mé menetelmd antaa tuloksena erinomaisen tarkkoja
ja toistettavia diffuusiotuloksia, antaa se myds ihanteelliset
ldhtokohdat diffuusiotuloksista erittiin voimakkaasti riippuval-
le kultadiffuusiolle, joka puolestaan on osoittautunut erityisen
tarkoituksenmukaiseksi rakenne-elementtien aikaansaamiseksi,
Jotka sopivat liian korkeisiin taajuuksiin.

Tdtd kultadiffuusiota varten kdsitelliin toisesta gallium-
fosfididiffuusiosta tulevia levyji oksidikerroksen poistamiseksi
likimain 5 minuuttia 40 prosenttisella fluorivetyhapolla. Seuraa-
vassa pinnan kovetusprosessissa erotetaan kultaliuoksesta, joka
sisdltdd edullisesti likimain 10-4 painoprosenttia kultaa 1,5
normaalisessa fluorivetyhappoliuoksessa, koko levylle yhteniinen
kultakerros. Tdm&n jilkeen diffundoidaan kulta sisdlle likimain
tunnin aikana, lidmpdtilassa 800...950 OC, edullisesti v&dlilli
870...875 °c.

Toisessa esimerkissd kdytet#in lihtSaineena piitid olevaa

puolijohdelevyd, jonka paksuus on likimain 180 /um. n’-kerros 7
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aikaansaadaan likimain 50 tunnin aikana likimain 1250 oC ldm-~

potilassa, kdyttden seosaineena arseenia. Molempien, toisen ja
kolmannen diffuusion sijasta, joita kuvattiin ensimmdisessd esi-
merkissd, tuotetaan tdssid yhdelld yksittdiselld kaksoisdiffuu-
siolla galliumarsenidi seosaineena likimain 20 tunnin aikana,
lampdtilassa 1250 oC, kuvion 5 mukainen kerrosjdrjestys, jolloin
vksittdiset kerrospaksuudet ovat, n+—kerros 7 likimain 65...75 /um,
n’-kerros 11 likimain 20 /um ja p-kerroksissa 8 ja 9 likimain

45 /um.

Keksinndn mukaista menetelmdd edelleen muotoiltaessa va-
rustetaan, kuten ensimmiisessi esimerkissid esitettiin ja kuviois-
sa 1 ja 2 on kuvattu, piilevy 1 oksidikerroksella 2 ja 3 sekd
silkkipaino- tai fotolakkakerroksilla 4 ja 5. Ensimmdisestd esi-
merkistd poiketen ei avata tdmdn jdlkeen n+-diodirengasta, vaan
1ihinnid reuna-alueella 12 - kuten kuviossa 6 on esitetty - pois-
tetaan oksidikerros ja aikaansaadaan sit#d seuraavan booridiffuu-
sion avulla 34 tunnin aikana, ldmpdtilassa likimain 1250 oC, p-
kerros 13, jonka kerrospaksuus ensimmdisen diffuusion jdlkeen on
likimain 60...70 Jum. Tdmin jidlkeen suljetaan jédlleen oksidiker-
ros 2 diodialueessa 12 ja avataan alueessa 6.

Nyt seuraavassa diffuusiossa galliumfosfidilla seosainee-

¢ 1imps-

na, joka suoritetaan 10 tunnin aikana likimain 1250
tilassa, muodostuvat - kuten kuvioss 7 on esitetty - n'-kerros
sekd molemmat p-kerrokset 8 ja 9, joiden paksuus on likimain
40 Jum-. Niiden kahden diffuusion aikana kulkevat myos p-kerrok-
sen 13 diffuusiorintamat edelleen, jonka vuoksi sen kerrospaksuus
suurenee 70...80 /um:ksi.

Kolmannessa diffuusiossa, joka liittyy katodirenkaaseen
10, aikaansaadaan likimain 12 tunnin aikana, l&mpdtilassa liki-
main 1250 °C, galliumfosfidilihteestd n'-kerros 11, jolloin jil-
leen edelldmainittujen diffuusioiden rintamat kulkevat edelleen.
Lopuksi aikaansaadaan jdrjestys, joka on esitetty kuviossa 8 ja
jonka yksittdisilld kerroksilla on likimain allaesitetyt paksuu-
det: n'-kerros 7 50 /um; p-kerros 8 30 /um; p-kerros 9 60 /um;
n*-kerros 11 30 jum ; p-kerros 13 75...85 jum. Keksinndlle o-
lennainen n-peruskerroksen 15 kerrospaksuusero x-y tyristori- ja
diodialueissa aikaansaadaan siis t#ssid tapauksessa suurentamalla
p-kerroksen 13 paksuutta, kun taas ensimmdisessd esimerkissd té-

" +
mi palaa n -kerroksen 7 suurennettuun paksuuteen.
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Patenttivaatimukset:

1. Tyristori, joka sisHltii monoliittisesti integroidun
diodin ja jossa tyristorilla ja diodilla on yhteinen perusker-
ros (14, 15), jolloin diodialue (y) koostuu osasta yhteisti pe-
ruskerrosta (14, 15) ja kahdesta siihen rajoittuvasta, korkeasti
seostetusta vastakkaista johtavuustyyppis olevasta reunavyodhyk-
keestd (7, 8, 13), tunnetHt u siitd, etti yhteisen perus-
kerroksen (14, 15) vahvuus on diodialueessa (7) pienempi kuin
peruskerroksen (14, 15) vahvuus tyristorialueessa (x).

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tyristori, tunne t -
t u siitd, etti yhteinen peruskerros (14, 15) on n-johtava.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen tyristori, t unne t -
t u siitd, etti yhteisen n-peruskerroksen (14) kerrospaksuuden
aleneminen diodialueessa on korvattavissa diodin n+—johtavan reu-
navybhykkeen (7) kerrospaksuuden suurenemisella.

4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen tyristori, t u n -
nettu siitd, ettd yhteisen n-peruskerroksen (15) kerros-
pPaksuuden aleneminen diodialueessa on korvattavissa diodin p-joh-
tavan reunavydhykkeen (13) kerrospaksuuden kohoamisella.

5. Jonkin patenttivaatimuksen 2...4 mukainen tyristori,
tunnettu siiti, etti yhteiselld n-peruskerroksella (14,
15) on diodialueessa suurempi varauksenkantajien elinaika kuin
tyristorialueessa.

6. Jonkin patenttivaatimuksen 1...5 mukainen tyristori,
tunnettu siiti, ettyi puolijohderunko on piitj.

7. Menetelmd jonkin patenttivaatimuksen 2...6 mukaisen
tyristorin valmistamiseksi, t u n n e t t u seuraavista vaiheis-
ta:

a) n-johtotyyppisen puolijohdelevyn (1) pddllystdminen
oksidikerroksilla (2) ja (3) seki silkkipaino- tai fotolakkaker-
roksilla (4) ja (5),

b) diodirenkaan (6) avaaminen peittdvdidn oksidikerrokseen
hapottamalla fluorivetyhapolla tai fluorivetyhappoa sisiltivilli
liuoksella seki fosforin sisddndiffundoiminen fosforinitridilih-
teestd n+—kerroksen (7) aikaansaamiseksi ensimmiisessi diffuu-

siossa,
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c) galliumin diffundoiminen galliumfosfidildhteestd pité-
milli peittdvi oksidikerros ennallaan p-johtavien kerrosten (8)
ja (9) aikaansaamiseksi toisen diffuusion aikana,

d) katodirenkaan (10) aukaiseminen peittédvéén oksidiker-
rokseen hapottamalla fluorivetyhapolla tai fluorivetyhappoa si-
siltivilli liuoksella ja fosforin sisddndiffundoiminen gallium-
fosfidildhteestd n' -kerroksen (11) aikaansaamiseksi kolmannessa
diffuusiossa.

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmd, t unn e t =
t u siitid, ettid piitd olevalle 13htdainepuolijohdelevylle, jon-
ka paksuus on noin 210 /um, aikaansaadaan ensimmiisessd diffuu-
siossa n -kerros (7) 50 tunnin aikana, limp&tilassa noin 1250 OC,
jonka kerroksen paksuus on noin 60...70 jum.

9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen menetelmd, t u n -
nettu siitd, etti p-johtavat kerrokset (8) ja (9) aikaansaa-
daan toisessa diffuusiossa 10 tunnin aikana, limpdtilassa noin
1250 oC, kerrospaksuudella noin 38...42 /um ja hiiridpaikkatihey-
dell4 noin (3,5...5,9)-10'8 -

10. Jonkin patenttivaatimuksen 7...9 mukainen menetelmd,

atomia-cm

tunnettu siitd, ettd n+-kerros (11) aikaansaadaan kolman-
nessa diffuusiossa 8...15 tunnin aikana lidmp&tilassa noin 1250 °c
ja kerrospaksuudella noin 30 /um.

11. Jonkin patenttivaatimuksen 7...10 mukainen menetelmd,
tunnettu siiti, ettd tyristorin ja diodin yhteisten pe-

rusvyShykkeiden kerrospaksuuksien ero (x-y) on 20...30 /um.



10 ﬁ;1‘7'7 7z
Patentkrav:

1. Tyristor som inneh&dller en monolitiskt integrerad diod
och i vilken tyristorn och dioden har ett gemensamt grundskikt
(14, 15) varvid diodomridet (y) bestldr av en del av det gemen-
samma grundskiktet (14, 15) och av tva till detsamma angrinsande
hégdopade kantomr&den (7, 8, 13) av motsatt ledningstyp,
kd&nnetecknad ddrav, att tjockleken av det gemensamma
grundskiktet (14, 15) i diodomridet (7) &r mindre &n grundskiktets
(14, 15) tjocklek i tyristoromridet (x).

2. Tyristor enligt patentkravet 1, k 4 nneteck -

n a d ddrav, att det gemensamma grundskiktet (14, 15) &r n-le-
dande.

3. Tyristor enligt patentkravet 2, kd&nneteck -

n ad dirav, att minskningen av skikttjockleken i det gemensam-
ma n-grundskiktet (14) i diodomr&det kan kompenseras med en f&r-
storing av skikttjockleken i det n'-ledande kantomrddet (7) av
dioden. ‘

4. Tyristor enligt patentkravet 2 eller 3, k Enne -
tecknad dirav, att minskningen av skikttjockleken i det
gemensamma n-grundskiktet (15) kan kompenseras med en h&jning
av skikttjockleken i det p-ledande kantomr&det (13) av dioden.

5. Tyristor enligt n&got av patentkraven 2...4, k 4 n -
netecknad dirav, att det gemensamma n-grundskiktet (14,
15) har inom diodomridet en lédngre livsléngd £8r leddningsbirarna
dn inom tyristoromridet.

6. Tyristor enligt nagot av patentkraven 1...5, k & n -
netecknad dirav, att halvledarstommen ir av kisel.

7. Forfarande f&r framstdllning av en tyristor enligt
nagot av patentkraven 2...6, k 4 n n e tecknat av f3l1-
Jjande steg:

a) Overdragandet av en halvledarskiva (1) av n-ledande
typ med oxidskikten (2) och (3) samt med silkestryck- eller
fotolackskikt (4) och (5),

b) Oppnandet av en diodring (6) i det tickande oxidskik-
tet genom att syrabehandla med fluorvdtesyra eller med en l16sning
som innehaller fluorvidtesyra samt bringandet av fosfor att dif-
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fundera in fran en fosfornitridkilla f&r att &stadkomma n' -skik-
tet (7) vid den fdrsta diffusionen,

c) bringandet av gallium att indiffundera ur en gallium-
fosfidkdlla genom att hdlla ett tdckande oxidskikt ofdridndrat,
for att astadkomma p-ledande skikt (8) och (9) under den andra
diffusionen,

d) oOppnandet av en katodring (10) i det tickande oxid-
skiktet genom att syrabehandla med fluorvitesyra eller med en
16sning som innehéaller fluorvdtesyra, och bringandet av fosfor
att diffundera ur en galliumfosfidkilla £8r att alstra ett n*-
skikt (11) vid den tredje diffusionen.

8. Forfarande enligt patentkravet 7, k 4 nne teck -
n a t didrav, att pa en som utgdngsmaterial anvdnd halvledar-
skiva av kisel, vars tjocklek &r ca 210 /um dstadkommes vid den
forsta diffusionen n+—skiktet (7) under 50 timmar vid en tempe-
ratur om ca 1250 oC, varvid tjockleken av skiktet dr ca 60...
70 /gm.

-9. Foérfarande enligt patentkravet 7 eller 8, k & nn e -
tecknat didrav, att de p-ledande skikten (8) och (9)
dstadkommes vid den andra diffusionen under en tid av 10 timmar

vid en temperatur om ca 1250 oC, varvid skikttjockleken &dr ca

38...42 /um; och stdrningsplatstdtheten &r ca (3,5...5,0) - 1018
atomer-cm °.
10. Forfarande enligt nagot av patentkraven 7...9, k & n =

netecknat dirav, att n+—skiktet {(11) &stadkommes vid
den tredje diffusionen under en tid av 8...15 timmar vid en tem-

peratur om ca 1250 °©

C, varvid skikttjockleken &r ca 30 Jum.
11. Fé6rfarande enligt nagot av patentkraven 7...10,
k@dnnetecknat ddrav, att skillnaden (x-y) mellan

grundskikten for tyristorns och diodens grundzoner &r 20...30/um.
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